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【 手 続 補 正 １ 】
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 半 導 体 基 板 の 上 に ゲ ー ト 誘 電 体 層 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 誘 電 体 層 の 上 に シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 形 成 し 、
　 ｐ 型 ド ー パ ン ト が シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 通 り 抜 け て 下 に あ る ゲ ー ト 誘 電 体 層 に 拡 散 す る
こ と を 抑 制 す る 隔 離 ド ー パ ン ト で 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 を ド ー プ し 、
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 上 に ゲ ー ト 電 極 層 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 構 造 を 形 成 す る よ う に 、 ゲ ー ト 電 極 層 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 、 及 び ゲ ー ト 誘 電 体
層 を パ タ ー ニ ン グ し 、
　 そ の ト ラ ン ジ ス タ に 関 連 す る 所 望 の 仕 事 関 数 を 確 立 す る よ う に 、 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ
ー ト 電 極 層 を ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ し 、
　 ゲ ー ト 構 造 の 対 向 す る 側 の 半 導 体 基 板 に ソ ー ス 及 び ド レ イ ン 領 域 を 形 成 し 、 そ れ ら の 間
に チ ャ ネ ル 領 域 を 画 定 す る よ う に 、 ゲ ー ト 構 造 に 隣 接 す る 、 基 板 の 露 出 さ れ た 部 分 を ド ー
プ す る
　 こ と を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 半 導 体 本 体 の 上 に ゲ ー ト 誘 電 体 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 誘 電 体 の 上 に シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 形 成 し 、 こ こ で 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 は 、 ボ
ロ ン で は な い ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ 、
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 上 に ポ リ シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 形 成 し 、 こ こ で 、 ポ リ シ リ コ ン 又
は SiGe層 は ボ ロ ン で ド ー プ さ れ 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 及 び ポ リ シ リ コ ン 又 は SiGe層 は 共 に
ゲ ー ト を 構 成 し 、 更 に
　 ゲ ー ト の 対 向 す る 側 に 半 導 体 本 体 の ソ ー ス 及 び ド レ イ ン 領 域 を 形 成 し 、 そ れ に よ り 、 そ
れ ら の 間 に チ ャ ネ ル 領 域 を 画 定 す る
　 こ と を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、
　 基 板 内 に 形 成 さ れ る ソ ー ス 領 域 、



　 基 板 内 に 形 成 さ れ る ド レ イ ン 領 域 、
　 ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と の 間 の 基 板 内 に 画 定 さ れ る チ ャ ネ ル 領 域 、
　 チ ャ ネ ル 領 域 の 上 に 形 成 さ れ る ゲ ー ト 誘 電 体 、
　 ゲ ー ト 誘 電 体 の 上 に 形 成 さ れ る シ リ コ ン 又 は SiGe層 、 及 び
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 上 に 形 成 さ れ る ゲ ー ト 電 極 を 含 み 、 ゲ ー ト 電 極 は 、 ト ラ ン ジ ス タ
に 関 連 す る 所 望 の 仕 事 関 数 を 確 立 す る よ う に ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ 、 シ リ コ ン 又 は
SiGe層 は 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト が ゲ ー ト 誘 電 体 に 入 り 込 む こ と を 抑 制 す る
　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 本 発 明 を １ つ 又 は 複 数 の 実 施 例 に 関 連 し て 図 示 し 説 明 し た が 、 当 業 者 な ら ば 本 明 細 書 及
び 添 付 の 図 面 を 読 ん で 理 解 す れ ば 同 等 な 変 更 及 び 変 形 が 明 ら か で あ ろ う 。 本 発 明 は 、 こ の
よ う な 変 更 及 び 変 形 の 全 て を 含 み 、 本 発 明 の 特 許 請 求 の 範 囲 に よ っ て の み 限 定 さ れ る 。 特
に 、 前 記 し た 構 成 要 素 (ア セ ン ブ リ 、 装 置 、 回 路 な ど )に よ り 実 施 さ れ る 様 々 な 機 能 に 関 し
て 、 こ の よ う な 構 成 要 素 を 説 明 す る た め に 用 い ら れ た 用 語 (「 手 段 」 の 参 照 を 含 め て )は 、
特 記 な き 限 り 、 本 明 細 書 に 例 示 し た 本 発 明 の 典 型 的 な 実 施 例 に お け る 機 能 を 実 施 す る 開 示
さ れ た 構 造 と た と え 構 造 的 に は 同 等 で は な く て も 、 前 述 し た 構 成 要 素 の 特 定 の 機 能 を 実 施
す る 任 意 の 構 成 要 素 に 対 応 す る (即 ち 、 機 能 的 に 同 等 で あ る )こ と を 意 図 し て い る 。 さ ら に
、 幾 つ か の 実 施 例 の 中 の １ つ の み に 関 し て 本 発 明 の 特 定 の 特 徴 が 開 示 さ れ た が 、 こ の よ う
な 特 徴 は 、 い か な る 所 与 の 又 は 特 定 の 応 用 に も 望 ま し い 及 び 有 利 で あ る よ う に 、 他 の 実 施
例 の １ つ 又 は 複 数 の 他 の 特 徴 と 組 合 わ せ る こ と が で き る 。 さ ら に 、 詳 細 な 説 明 及 び 特 許 請
求 の 範 囲 の い ず れ か に お い て 使 用 さ れ る 「 含 む (including)」 、 「 有 す る (having)」 、 「
有 す る (has)」 、 「 備 え る (with)」 と い う 用 語 、 又 は そ れ ら の 変 形 の 範 囲 に つ い て 、 こ の
よ う な 用 語 は 、 用 語 “ 含 む (comprising)” と 同 様 に 包 括 的 で あ る こ と を 意 図 し て い る 。
（ １ ） 　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 半 導 体 基 板 の 上 に ゲ ー ト 誘 電 体 層 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 誘 電 体 層 の 上 に シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 形 成 し 、
　 ｐ 型 ド ー パ ン ト が シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 通 り 抜 け て 下 に あ る ゲ ー ト 誘 電 体 層 に 拡 散 す る
こ と を 抑 制 す る 隔 離 ド ー パ ン ト で 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 を ド ー プ し 、
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 上 に ゲ ー ト 電 極 層 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 構 造 を 形 成 す る よ う に 、 ゲ ー ト 電 極 層 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 、 及 び ゲ ー ト 誘 電 体
層 を パ タ ー ニ ン グ し 、
　 そ の ト ラ ン ジ ス タ に 関 連 す る 所 望 の 仕 事 関 数 を 確 立 す る よ う に 、 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ
ー ト 電 極 層 を ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ し 、
　 ゲ ー ト 構 造 の 対 向 す る 側 の 半 導 体 基 板 に ソ ー ス 及 び ド レ イ ン 領 域 を 形 成 し 、 そ れ ら の 間
に チ ャ ネ ル 領 域 を 画 定 す る よ う に 、 ゲ ー ト 構 造 に 隣 接 す る 、 基 板 の 露 出 さ れ た 部 分 を ド ー
プ す る
　 こ と を 含 む 方 法 。
（ ２ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 隔 離 ド ー パ ン ト が イ ン ジ ウ ム (In)を 含 む 方 法 。
（ ３ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が 、 約 5か ら 120ナ ノ メ ー ト ル
の 厚 み に 形 成 さ れ る 方 法 。
（ ４ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が 、 ゲ ー ト 電 極 層 に 面 す る 上
面 と 、 ゲ ー ト 誘 電 体 層 に 面 す る 底 面 と を 有 し 、 隔 離 ド ー パ ン ト が シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 底
面 近 く に 集 中 し て い る 方 法 。
（ ５ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 基 板 が シ リ コ ン を 含 む 方 法 。
（ ６ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 ゲ ー ト 誘 電 体 層 が 、 二 酸 化 シ リ コ ン 、 シ リ コ ン ・
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オ キ シ ナ イ ト ラ イ ド 、 酸 化 ア ル ミ ニ ウ ム (Al 2 O 3 )、 ケ イ 酸 ジ ル コ ニ ウ ム 、 ケ イ 酸 ハ フ ニ ウ
ム 、 ハ フ ニ ウ ム ・ シ リ コ ン ・ オ キ シ ナ イ ト ラ イ ド 、 ジ ル コ ニ ウ ム ・ シ リ コ ン ・ オ キ シ ナ イ
ト ラ イ ド 、 ハ フ ニ ウ ム ・ シ リ コ ン ・ ナ イ ト ラ イ ド 、 酸 化 ラ ン タ ン (La 2 O 3 )、 酸 化 ハ フ ニ ウ
ム (HfO 2 )、 ハ フ ニ ウ ム ・ オ キ シ ナ イ ト ラ イ ド 、 酸 化 ジ ル コ ニ ウ ム (ZrO 2 )、 ジ ル コ ニ ウ ム ・
オ キ シ ナ イ ト ラ イ ド 、 酸 化 セ リ ウ ム (CeO 2 )、 ビ ス マ ス ・ シ リ コ ン ・ オ キ サ イ ド (Bi 4 Si 2 O 1 2
)、 二 酸 化 チ タ ン (TiO 2 )、 酸 化 タ ン タ ル (Ta 2 O 5 )、 酸 化 タ ン グ ス テ ン (WO 3 )、 酸 化 イ ッ ト リ
ウ ム (Y 2 O 3 )、 酸 化 ラ ン タ ン ・ ア ル ミ ニ ウ ム (LaAlO 3 )、 チ タ ン 酸 バ リ ウ ム ・ ス ト ロ ン チ ウ ム
(Ba 1 - x Sr x TiO 3 )、 酸 化 バ リ ウ ム ・ ス ト ロ ン チ ウ ム (Ba 1 - x Sr x O 3 )、 PbTiO 3 、 チ タ ン 酸 バ リ ウ
ム (BaTiO 3 )、 チ タ ン 酸 ス ト ロ ン チ ウ ム (SrTiO 3 )、 PbZrO 3 、 PST(PbSc x Ta 1 - x O 3 )、 PZN(PbZn x
Nb 1 - x O 3 )、 PZT(PbZr x Ti 1 - x O 3 )、 及 び PMN(PbMg x Nb 1 - x O 3 )の う ち 少 な く と も １ つ を 含 む 方 法
。
（ ７ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ ー ト 電 極 層 を ｐ 型 ド ー パ ン
ト で ド ー プ す る 前 に 、 こ の 方 法 が 更 に 、
　 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ ー ト 電 極 層 と 、 ゲ ー ト 構 造 に 隣 接 す る 、 基 板 の 露 出 さ れ た 部 分 と
を ｐ 型 ド ー パ ン ト で 薄 く ド ー プ し て 、 そ の 中 に 拡 張 領 域 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 構 造 と 、 基 板 の 露 出 さ れ た 部 分 と の 上 に 誘 電 体 材 料 の 層 を 形 成 し 、
　 誘 電 体 材 料 の 層 を パ タ ー ニ ン グ し て 、 ゲ ー ト 構 造 に 隣 接 す る 側 壁 ス ペ ー サ を 形 成 す る
　 こ と を 含 む 方 法 。
（ ８ ） 　 （ ７ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 側 壁 ス ペ ー サ が 、 基 板 の 側 壁 ス ペ ー サ の 下 に 位 置
す る 部 分 に ｐ 型 ド ー パ ン ト が 供 給 さ れ る こ と を 阻 止 す る 方 法 。
（ ９ ） 　 （ ７ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ ー ト 電 極 層 が 、 約 2～ 3E20/
cm 3 に 又 は そ れ よ り も 少 な く 、 薄 く ド ー プ さ れ る 方 法 。
（ １ ０ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 ゲ ー ト 電 極 層 が ポ リ シ リ コ ン 又 は SiGeを 含 む 方
法 。
（ １ １ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト が ボ ロ ン (B)を 含 む 方 法 。
（ １ ２ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ ー ト 電 極 層 が 、 約 2～ 3E2
0/cm 3 に 又 は そ れ よ り も 多 く ド ー プ さ れ る 方 法 。
（ １ ３ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 ゲ ー ト 誘 電 体 層 が 約 2.0ナ ノ メ ー ト ル 又 は そ れ
よ り も 厚 い 厚 み を 有 す る 方 法 。
（ １ ４ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 ゲ ー ト 電 極 層 が 約 2.0ナ ノ メ ー ト ル 又 は そ れ よ
り も 薄 い 厚 み を 有 す る 方 法 。
（ １ ５ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 パ タ ー ニ ン グ さ れ た ゲ ー ト 電 極 層 が 、 約 4.8か
ら 約 5.6電 子 ボ ル ト (eV)の フ ェ ル ミ 準 位 に 一 致 す る 、 所 望 の 仕 事 関 数 を 確 立 す る よ う に 、
ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ る 方 法 。
（ １ ６ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 ゲ ー ト 誘 電 体 層 が 、 約 10ナ ノ メ ー ト ル 又 は そ れ
よ り 小 さ い 等 価 酸 化 膜 厚 (EOT)を 有 す る 方 法 。
（ １ ７ ） 　 （ １ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が 、 ポ リ シ リ コ ン 若 し く は
SiGe、 又 は 、 ア モ ル フ ァ ス ・ シ リ コ ン 若 し く は SiGeを 含 む 方 法 。
（ １ ８ ） 　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ を 形 成 す る 方 法 で あ っ て 、
　 半 導 体 本 体 の 上 に ゲ ー ト 誘 電 体 を 形 成 し 、
　 ゲ ー ト 誘 電 体 の 上 に シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 形 成 し 、 こ こ で 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 は 、 ボ
ロ ン で は な い ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ 、
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 上 に ポ リ シ リ コ ン 又 は SiGe層 を 形 成 し 、 こ こ で 、 ポ リ シ リ コ ン 又
は SiGe層 は ボ ロ ン で ド ー プ さ れ 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 及 び ポ リ シ リ コ ン 又 は SiGe層 は 共 に
ゲ ー ト を 構 成 し 、 更 に
　 ゲ ー ト の 対 向 す る 側 に 半 導 体 本 体 の ソ ー ス 及 び ド レ イ ン 領 域 を 形 成 し 、 そ れ に よ り 、 そ
れ ら の 間 に チ ャ ネ ル 領 域 を 画 定 す る
　 こ と を 含 む 方 法 。
（ １ ９ ） 　 （ １ ８ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が 、 ポ リ シ リ コ ン 又 は Si
Ge、 又 は ア モ ル フ ァ ス ・ シ リ コ ン 又 は SiGeを 含 む 方 法 。
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（ ２ ０ ） 　 （ １ ８ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の ｐ 型 ド ー パ ン ト が 、 イ
ン ジ ウ ム を 含 む 方 法 。
（ ２ １ ） 　 （ １ ８ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 形 成 が 、
　 化 学 蒸 着 法 (CVD)又 は 物 理 蒸 着 法 (PVD)を 用 い て 、 ゲ ー ト 誘 電 体 の 上 に シ リ コ ン 又 は SiGe
層 を デ ポ ジ ッ ト さ せ る こ と を 含 み 、 こ こ で 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 は 、 約 5nm又 は そ れ よ り
も 厚 く 、 約 120nm又 は そ れ よ り も 薄 い 厚 み に デ ポ ジ ッ ト さ れ る 方 法 。
（ ２ ２ ） 　 （ １ ８ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 形 成 が 、
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 を デ ポ ジ ッ ト さ せ 、
　 ボ ロ ン で は な い ｐ 型 ド ー パ ン ト で シ リ コ ン 又 は SiGe層 を ド ー プ す る
　 こ と を 含 む 方 法 。
（ ２ ３ ） 　 （ ２ ２ ） に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の ド ー ピ ン グ が 、
　 そ の デ ポ ジ ッ ト の 間 に シ リ コ ン 又 は SiGe層 を そ の 場 (in-situ)ド ー プ す る こ と 、 或 い は
、 デ ポ ジ ッ ト の 後 、 シ リ コ ン 又 は SiGeに ｐ 型 ド ー パ ン ト を 注 入 す る こ と を 含 む 方 法 。
（ ２ ４ ） 　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、
　 基 板 内 に 形 成 さ れ る ソ ー ス 領 域 、
　 基 板 内 に 形 成 さ れ る ド レ イ ン 領 域 、
　 ソ ー ス 領 域 と ド レ イ ン 領 域 と の 間 の 基 板 内 に 画 定 さ れ る チ ャ ネ ル 領 域 、
　 チ ャ ネ ル 領 域 の 上 に 形 成 さ れ る ゲ ー ト 誘 電 体 、
　 ゲ ー ト 誘 電 体 の 上 に 形 成 さ れ る シ リ コ ン 又 は SiGe層 、 及 び
　 シ リ コ ン 又 は SiGe層 の 上 に 形 成 さ れ る ゲ ー ト 電 極 を 含 み 、 ゲ ー ト 電 極 は 、 ト ラ ン ジ ス タ
に 関 連 す る 所 望 の 仕 事 関 数 を 確 立 す る よ う に ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ 、 シ リ コ ン 又 は
SiGe層 は 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト が ゲ ー ト 誘 電 体 に 入 り 込 む こ と を 抑 制 す る
　 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ 。
（ ２ ５ ） 　 （ ２ ４ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト が シ リ コ ン 又 は SiGe
層 を 通 過 し て 下 に あ る ゲ ー ト 誘 電 体 に 拡 散 す る こ と を 抑 制 す る よ う に 、 シ リ コ ン 又 は SiGe
層 が ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ 、 こ の ド ー パ ン ト が ボ ロ ン (B)を 含 ま な い ト ラ ン ジ ス タ 。
（ ２ ６ ） 　 （ ２ ５ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト が ゲ ー ト 誘 電 体 に 入
り 込 む こ と を 抑 制 す る た め 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が イ ン ジ ウ ム (In)で ド ー プ さ れ る ト ラ ン
ジ ス タ 。
（ ２ ７ ） 　 （ ２ ４ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が 約 5か ら 120ナ
ノ メ ー ト ル の 厚 み を 有 す る ト ラ ン ジ ス タ 。
（ ２ ８ ） 　 （ ２ ４ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト が ボ ロ ン (B)を 含 む
ト ラ ン ジ ス タ 。
（ ２ ９ ） 　 （ ２ ４ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 ゲ ー ト 電 極 が 、 約 2～ 3E20/cm 3 に 又
は そ れ よ り 多 く 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ れ る ト ラ ン ジ ス タ 。
（ ３ ０ ） 　 （ ２ ４ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 ゲ ー ト 電 極 が 、 約 4.8か ら 約 5.6eVの
フ ェ ル ミ 準 位 に 一 致 す る 、 所 望 の 仕 事 関 数 を 確 立 す る よ う に 、 ｐ 型 ド ー パ ン ト で ド ー プ さ
れ る ト ラ ン ジ ス タ 。
（ ３ １ ） 　 （ ２ ４ ） に 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 シ リ コ ン 又 は SiGe層 が 、 ポ リ シ リ コ
ン 又 は SiGe、 又 は ア モ ル フ ァ ス ・ シ リ コ ン 又 は SiGeを 含 む ト ラ ン ジ ス タ 。
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